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Série de TD 4 Transistors Bipolaires

Exercice 1

On considere le montage suivant avec un transistor npn de gain en courant
statique e f=100 et la tension entre la base et 'émetteur est de 0,7V

a) On désire avoir un courant de 100 mA

dans la charge Ry, quelle valeur de _ Ve 12V

résistance Rg faut il choisir? [ LPihDil \[_I
- . . Fs * L.

b) 51 on fait varier Ry alors Ig varie et l 1{ ”

donc I varie aussi. Quelle est la valeur -‘\"4, }L E

maximale qu'on peut obtenir pour I Upe

{transistor sature)?

3} quelle est la valeur minimale de Ry pour saturer le transistor

Exercice 2 :

On considére le méme montage que (exercice 1),

Voo 12V
Avec un transistor tel que = 80. Et VBE =10.7 e
V, on désire avoir un point de fonctionnement tel B 60 (UL
que Veg =6V et Ic= 3,6mA. L L) e ¢
i1} s
Quelles valeurs faut-il donner a Rg et Ry 7 .\} Ucx
1 -E:'.' *

Exercice 3 :

On donne Rg = 430 KQ, Rz =2 KQ, Rg = 2KQ
B =100, Vge =0,7 V.

Vee=15V

Calculer Les coordonnées du point de
fonctionnement lco, Veeo,

Calculer les potentiels V¢, Vs et VE.

Tracer la droite de charge statique et le point de
fonctionnement, en respectant I'échelle.
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Exercice 4

Dans I'amplificateur de la figure smvante, les capacités des condensateurs sont
considérées mfinies.
a) Trouvez les valeurs d'I¢g et de Viegg. Le transistor est-il en saturation ?
b) Calculez lm. V cQ. VEQ et VBQ.
¢) Détemuner | 'unpedance d'entree Z,, | mnpedance de sortie Z, et le gam en tension
Vo'Vig de I'amplificateur en tenant compte de la charge. Dessiner le circuit
équivalent complet en ac du circuit.
d) Calculer I'amplitude de v, si I'amplitude de v, est ImV.
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Exercice 7:



